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V318a SOI技術を用いた新型 X線撮像分光器の開発 27:これまでの到達点と今後の
開発
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SOIPIXは SOI半導体プロセスを応用した日本独自の検出器である．一体型でありながら厚い空乏層と高速の
CMOS回路を同時に実現可能なことから，他の方法では不可能な高い性能の実現が可能である．私たちは，X線
CCDの持つ撮像分光能力を持った上で，各ピクセルに閾値回路とトリガ出力機能を持つことで，10µsecよりも
高い時間分解能を実現する．本講演では，下記の内容を中心に開発の現状を報告し，今後の見通しを述べる．
これまでの開発から，センサ領域と回路層に容量カップリングが存在することでノードゲインが期待通り上が

らないことを発見していた．これを解決するために，新たにダブル SOI構造や PDD構造というウェハを開発し，
トリガを利用しないフレーム読み出しで 15e(rms)以下読み出しノイズを達成した．トリガを利用するイベント駆
動読み出しでは，ゲインの問題に加え，デジタル回路の動作がセンサ領域に干渉を及ぼしていることも発見して
いた．これを削除するためにもダブル SOIや PDDが有効であり，導入により大幅な性能向上を実現し，6keVで
300eV (FWHM)のエネルギー分解能を達成した．中型素子（14mm× 22mm）の開発し，イベント駆動に成功し
ている．その他，薄い裏面不感層の開発，放射線損傷の評価，サブピクセルレスポンスの評価を進めている．ま
た素子を複数枚スタックすることで，非同時計数や偏光Ｘ線検出実験を進めている．


